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酸化物半導体は透明でワイドギャップである、低温で高

い移動度を持つ、超伝導や強磁性などの特異な物性を

示すなどの特長を持つため、酸化物半導体を伝導層とし

て新しい電子デバイスを開発できると期待されている。そ

の中でも、電界効果トランジスタの絶縁層に有機電解液

やイオン液体などのイオン伝導性の物質を用いた電気二

重層トランジスタは、電場による超伝導や強磁性の制御が

報告されており、注目されている。本研究課題では酸化

物半導体を用いた電気二重層トランジスタの開発を行うた

めに、酸化物材料として無限層構造をもつ銅酸化物 
SrCuO2 とその類似物質の単結晶薄膜の作製を試みた。

また、La ドープした SrCuO2とノンドープの SrCuO2を積

層することで高品質な薄膜の作製を行った。 

１．概要（Summary） 

 

薄膜の作製はパルスレーザー堆積法(PLD 法)を用い、

DyScO3単結晶基板へ SrCuO2および Sr0.9La0.1CuO2

焼成ターゲットによる薄膜作製を行った。薄膜は X 線回

折により結晶構造を同定した。また、SIMS 法により元素

の断面プロファイルの評価を行った。元素の定量は

SIMS 測定と同一の試料を用いた XPS 測定により行っ

た。SIMS の分析深さを探針式段差計により評価し、

SIMS の深さ方向の定量を行った。 

２．実験（Experimental） 

 

Sr0.9La0.1CuO2薄膜の単膜、および Sr0.9La0.1CuO2を

SrCuO2バッファ層の上に堆積したヘテロ構造膜につい

て評価した。どちらの薄膜もＸ線回折からは(001)成長方

位の単結晶であることがわかり、また逆格子マッピングに

より薄膜が基板と同一の格子定数を持つ基板ひずみを受

けて成長していた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

SIMS 測定からは Sr:La:Cu の比率が理想比率

(0.9:0.1:1)からずれ、薄膜には Sr が Cu より10％程度多

く含まれていた。また、Fig. 1に示すようにヘテロ構造をも

つ薄膜ではノンドープ層と La ドープ層は急峻な界面をも

ち、理想的なヘテロ構造になっていることがわかった。 

 

Fig. 1  Depth profile for a Sr0.9La0.1CuO2 / 
SrCuO2 heterostructure film by SIMS analysis. 
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